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第4章ではパワーデバイスと制御回路を複合 l チップ化するインテリジェントパワー IC に関して，部分的に誘電体分
離領域を持つ部分SOI構造を提案し先に提案した自然酸化膜を介さない直接接合法と酸化膜埋め込み技術を用いてこ
の構造を実現している。パワーデ、バイス動作時の発熱に起因する制御回路部の温度上昇を評価することで，部分SOI構















造技術の進歩は目覚ましく，日を追ってその集積密度と処理能力の規模は巨大化の一途をたどり， 1C から LS1 そして
VLS1へと発展してきた。しかしながらこれらはすべて微小信号の演算制御の処理であり，エネルギーを必要とするパ











コンウエハー上に形成された S01 (Silicon on 1nsulator) 上に作製し，さらに前章の高耐圧パワートランジスタを近
接して配置した 1 チップのインテリジェントパワー 1C を試作し，パワートランジスタによる温度上昇を抑えた安定な
パワー制御性と高いノイズ耐性を保有する新デバイスを開発した。第 5章では SiOz 層を介した直接接合と精密ポリッ
シングにより形成した Si超薄膜構造S01上に CMOS デバイスを高集積化し高速性や耐熱性の向上に成功した。
以上のように，本論文の研究成果は，シリコンウエハの直接接合技術の基礎とそのデ、バイス応用に先駆的な貢献をし
たものであり，パワー 1C や新しい 1C製作の基礎技術に新しい技術的展開をもたらそうとするもので，博士(工学)の
学位論文として価値あるものと認める。
円。勺
t
にu
